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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月11日(2009.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】剥離方法、半導体装置の作製方法、及び電子書籍の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に金属層を形成し、
　前記金属層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　人間の手または被剥離層を引き剥がす装置を用いることにより、前記金属層が設けられ
た基板から前記酸化物層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴と
する剥離方法。
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【請求項２】
　基板上に金属層を形成し、
　前記金属層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　前記金属層の膜応力と前記酸化物層の膜応力の差異を利用して、人間の手または被剥離
層を引き剥がす装置を用いることにより、前記金属層が設けられた基板から前記酸化物層
の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴とする剥離方法。
【請求項３】
　基板上に窒化物層を形成し、
　前記窒化物層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　人間の手または被剥離層を引き剥がす装置を用いることにより、前記窒化物層が設けら
れた基板から前記酸化物層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴
とする剥離方法。
【請求項４】
　基板上に窒化物層を形成し、
　前記窒化物層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　前記金属層の膜応力と前記酸化物層の膜応力の差異を利用して、人間の手または被剥離
層を引き剥がす装置を用いることにより、前記窒化物層が設けられた基板から前記酸化物
層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴とする剥離方法。
【請求項５】
　請求項１または２において、前記金属層は、タングステンであることを特徴とする剥離
方法。
【請求項６】
　請求項３または４において、前記窒化物層は、窒化チタン、窒化タングステン、窒化タ
ンタル、もしくは窒化モリブデンからなる単層または積層であることを特徴とする剥離方
法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、前記酸化物層は、酸化シリコン、酸化窒化シリ
コン、または酸化金属材料であることを特徴とする剥離方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一において、前記被剥離層は、薄膜ダイオード、光電変換素
子、シリコン抵抗素子、または薄膜トランジスタを含むことを特徴とする剥離方法。
【請求項９】
　基板上に金属層を形成し、
　前記金属層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　人間の手または被剥離層を引き剥がす装置を用いることにより、前記金属層が設けられ
た基板から前記酸化物層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　基板上に窒化物層を形成し、
　前記窒化物層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　人間の手または被剥離層を引き剥がす装置を用いることにより、前記窒化物層が設けら
れた基板から前記酸化物層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項９において、前記金属層は、タングステンであることを特徴とする半導体装置の
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作製方法。
【請求項１２】
　請求項１０において、前記窒化物層は、窒化チタン、窒化タングステン、窒化タンタル
、もしくは窒化モリブデンからなる単層または積層であることを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項１３】
　請求項９乃至１２のいずれか一において、前記酸化物層は、酸化シリコン、酸化窒化シ
リコン、または酸化金属材料であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項９乃至１３のいずれか一において、前記被剥離層は、薄膜ダイオード、光電変換
素子、シリコン抵抗素子、または薄膜トランジスタを含むことを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項１５】
　基板上に金属層を形成し、
　前記金属層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　人間の手または被剥離層を引き剥がす装置を用いることにより、前記金属層が設けられ
た基板から前記酸化物層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴と
する電子書籍の作製方法。
【請求項１６】
　基板上に窒化物層を形成し、
　前記窒化物層上に酸化物層を形成し、
　前記酸化物層上に被剥離層を形成し、
　人間の手または被剥離層を引き剥がす装置を用いることにより、前記窒化物層が設けら
れた基板から前記酸化物層の層内または界面において前記被剥離層を剥離することを特徴
とする電子書籍の作製方法。
【請求項１７】
　請求項１５において、前記金属層は、タングステンであることを特徴とする電子書籍の
作製方法。
【請求項１８】
　請求項１６において、前記窒化物層は、窒化チタン、窒化タングステン、窒化タンタル
、もしくは窒化モリブデンからなる単層または積層であることを特徴とする電子書籍の作
製方法。
【請求項１９】
　請求項１５乃至１８のいずれか一において、前記酸化物層は、酸化シリコン、酸化窒化
シリコン、または酸化金属材料であることを特徴とする電子書籍の作製方法。
【請求項２０】
　請求項１５乃至１９のいずれか一において、前記被剥離層は、薄膜ダイオード、光電変
換素子、シリコン抵抗素子、または薄膜トランジスタを含むことを特徴とする電子書籍の
作製方法。
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